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1. Introducao
A deposicao de filmes finos por Magnetron Sputtering (MS), é uma técnica de tratamento superficial, onde se
deposita cromo sem a formacéo de residuos toxicos, o que é uma vantagem quando comparada a técnica de
eletrodeposicao por galvanoplastia [1]. Pode-se combinar o processo de deposi¢do por MS com o processo 3IP
em alta temperatura conseguindo assim acertar as vantagens que os dois processos trazem ao tratamento
superficial de materiais [2].
2. Experimental

Este trabalho utilizou um sistema que realiza tratamento de implantacdo iénica por plasma de nitrogénio
em alta temperatura, utilizando aquecimento auxiliar por emissao termidnica. Realizou-se deposicao por
magnetron sputtering em um sistema conhecido como 3IP&D e implantacdo idnica em alta temperatura em
outro sistema o 3IPAT (Fig.1). As temperaturas de implantacdo utilizadas no sistema 3IPAT foram de 400°C,
500°C e 600°C e o tempo de implantacdo foi de 1 hora.

3. Resultados e Discussoes

Através da andlise por XPS, encontrou-se picos de nitretos de cromo nas formas CrN e Cr2N, para a
amostra 3IPAT 500°C (Fig.2), enquanto que a amostra 3IPAT 600°C apresentou nhitreto de cromo somente na
forma de CrN. O bombardeamento de ions e formacao da fase de nitreto modificaram a morfologia das
superficies das amostras, que contribuiram para 0 aumento da rugosidade, comprovado através da medicao por
AFM. Observou-se aumento do coeficiente de atrito das amostras 3IPAT 400°C e 3IPAT 500°C enquanto que
para a amostra 3IPAT 600°C houve pouca redugdo. Todas as amostras tratadas obtiveram aumento no valor da
dureza.
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Fig. 1 - sistema 3IPAT Fig. 2. — espectro da regido N1s da amostra 3IPAT
500°C
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